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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(54) Halbleiterbauelement mit Schutzstruktur zum Schutz vor elektrostatischer Entladung 

(§?) Wenn bei einem Halbleiterbauelement eine ESD-Schutz- 
scbaltung (13) und em vor elektrostatischer Entladung zu 
schutzendes Funktionselement (1) an zwei verschiedene 
Versorgungsleitungen (VSS2, VS31) %w 0lf&eschlDSsen sind, 
warden wegen des im Vergleich zur Signalleitung (12) 
langeren Verbtndungswegs der Versorgungsleitungen 
(VSS2, VSS1) parasitare Elemente und Laufzeitunterschieda 
wirksam. Dadurch kann 8m Funktionselement (1 ) die zulassi- 
ge Hochstspannung uberschritten warden, so daS das 
Funktionselement (1) zarstort wird. Zur Abhilfe dieses Nach- 
teils ist ein Klemmelement (3) vorgeseheri, du'rch das in 
unmittelbarer Nahe des Funktionselements (1) die Signallei- 
tung (12) mit der das Funktionselement yersorgenden Ver- 
sorgungsleitung (VSS1) verbunden ist. Bei elektrostatischer 
m Entladung wlrd der Restspannungsimpuls durcK'das Klemm- 
^ element (30) begrenzt und die Gberspannungsenergie zur 
Versorgungsleitung (VSS1) abgefuhrt. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine Halbleiterbauelement mit 
den Merkmalen des Oberbegriffs des Patentanspruchs 

Bei Halbleiterchips werden bekanntlich verschiedene 
im Chip enthaltene Schaltungselemente von voneinan- 
der getrennten Versorgungsleitungen mit Spannung 
versorgt Dies dient dem Zweck, die jeweiiigen Schal- 
tungselemente voneinander derart zu entkoppeln, daB io 
Schwankungen der Versorgungsspannung, die bei- 
spielsweise durch Schaltvorgange verursacht werden, 
nicht in andere Schaltungselemente einkoppeln. Diese 
MaBnahme wird beispielsweise bei hochintegrierten 
Halbleiterspeichern angewandt, um die Spannungsver- 15 
sorgung fur Treiberstufen von der Spannungsversor- 
gung fur die ubrigen Schaltungselemente, insbesondere 
Eingangspuffern zu trennen. Die Treiberstufen Ziehen 
bekanntlich einen relativ hohen Strom aus der Versor- 
gungsspannung, so daB aufgrund der nicht vernachlas- 20 
sigbaren Bahnwiderstande und parasitaren Induktivita- 
ten und Kapazitaten der Versorgungsbahnen die Ver- 
sorgungsspannung wahrend eines solchen Stromimpul- 
ses kurzzeitig verringert wird. 

Derartige Halbleiterchips enthalten auBerdem 25 
Schutzschaltungen zum Schutz der Ein- oder Ausgange 
gegen elektrostatische Oberspannungen und dadurch 
verursachte elektrostatische Entladungen (Electrostatic 
Discharge-(ESD-)Schutzelemente). Diese Elemente sind 
zwischen dem Eingangspad der integrierten Schaltung 30 
und dem zu schutzenden Eingangs- oder Ausgangsan- 
schluB angeschlossen und sorgen dafur, daB beim Anlie- 
gen einer Oberspannung das Schutzelement durch- 
schaltet und der Uberspannungsimpuls an eine Versor- 
gungsspannungsleiterbahn abgeleitet wird. 35 

Bei den bekannten Halbleiterschaltungen ist die Ein- 
gangsschutzstruktur in raumlicher Nihe des AnschluB- 
pads vorgesehen. Das AnschluBpad wiederum ist wegen 
des relativ hohen zu treibenden Stroms in der Nahe des 
Ausgangstreibers angeordnet Die Eingangsschutz- 40 
struktur wird folglich an diejenige Versorgungsleitung 
angeschlossen, aus der der Ausgangstreiber versorgt 
wird. Im allgemeinen weist die Verbindungsleitung zwi- 
schen dem Schutzelement und dem Schaltungseingang 
eine andere Leitungslange auf als die Verbindung zwi- 45 
schen dem versorgungspotentialseitigen AnschluB des 
ESD-Schutzelements zum versorgungspotentialseitigen 
AnschluB der Eingangsstufe. Diese Verbindung kann 
durchaus auch Bondverbindungen und AnschluBpins 
umfassen. In praktischen Fallen liegt die Leitungslange 50 
fur die Eingangssignalleitung etwa in der GroBenord- 
nung von 1 mm, wahrend die Leitungslange tiber den 
Versorgungspotentialpfad in der GroBenordnung von 
10 mm liegt Dann sind der Bahnwiderstand des versor- 
gungspotentialseitigen Pfads der Verbindung zwischen 55 
ESD-Schutzelement und Eingangsstufe, deren Indukti- 
vitat sowie deren parasitare kapazitive Wirkung nicht 
mehr vernachl&ssigbar. Dies fiihrt dazu, daB die Abiei- 
tung eines Spannungsimpulses im versorgungspotenti- 
alseitigen Pfad einen Spannungsabfall verursacht Der 60 
Spannungsimpuls wird folglich durch das ESD-Schutz- 
element nicht vollstandig abgebaut Der nach dem ESD- 
Schutzelement verbleibende Restspannungsimpuls 
breitet sich dann langs der Eingangssignalleitung we- 
sentlich schneller aus als langs des relativ langen, mit 65 
dem EinfluB der parasitaren Elemente behafteten Pfads 
der Versorgungsleitungen. Dies fuhrt dazu, daB der zu- 
lassige Grenzwert der an der Eingangsstufe zwischen 
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dem EingangssignalanschluB und dem Versorgungspo- 
tentialanschluB anliegenden Spannung uberschritten 
wird und das dort vorliegende Schaltungsetement zer- 
stort wird. 

Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein in Rede 
stehendes Halbleiterbauelement dahingehend zu ver- 
bessern, daB die Festigkeit gegenuber elektrostatischen 
Entladungen erhoht wird. 

ErfindungsgemaB wird diese Aufgabe durch ein Halb- 
leiterbauelement mit den Merkmalen des Patentan- 
spruchs 1 gelost 

Bei der erfindungsgemaBen Losung wird der nach 
dem ESD-Schutzelement und vor der Eingangsstufe 
verbleibende Spannungsimpuls durch das KJemmele- 
ment abgeleitet, so daB ein unmittelbar an der Eingangs- 
stufe zwischen dem Signaleingang und dem Versor- 
gungspotentialanschluB anliegender Restspannungsim- 
puls unterhalb der Zerstorungsgrenze der dort ange- 
ordneten Bauelemente der Eingangsstufe liegt. Das 
Klemmelement ist vorzugsweise eine in Sperrichtung 
geschaltcte Diode, die im Fall eines Oberspannungsim- 
pulses im Durchbruch betrieben wird. Alternativ kann 
ein sogenannter Null- Volt-Transistor verwendet wer- 
den, dessen Gate-Source-Strecke zwischen Signallei- 
tungsanschluB und VersorgungspotentialanschluB der 
Eingangsstufe geschaltet ist und dessen Gate- und Sour- 
ce-Anschlusse miteinander verbunden sind. Denkbar ist 
auch jedes andere Schaltungselement, das nach Ober- 
schreiten einer Spannungsschwelle die Spannung be- 
grenzt. 

Das ESD-Schutzelement enthalt ubiicherweise einen 
Langswiderstand Dieser ist bisher fur den ungiinstig- 
sten Fall einer sehr kurzen Signalleitung dimensioniert 
gewesen. In Verbindung mit der Erfindung ist es vorteil- 
haft, den Widerstandswcrt dieses Langswiderstands der 
ESD-Schutzstruktur in Abhangigkeit von der daran an- 
geschlossenen Leitungslange zu dimensionieren, so daB 
die Summe der Werte von Leitungs wide rs tand und 
Langswiderstand des Schutzelements fur verschiedenen 
Leitungsiangen in etwa konstant bleibt Dies bedeutet, 
daB far lange Signalleitungslangen der Langswiderstand 
des ESD-Schutzelements entsprechend zu verringern 
ist Dadurch verringert sich die Signalausbreitungszeit 
langs einer langen Signalleitung, so daB insgesamt die 
Zugriffsgeschwtndigkeit des Bausteins erhoht wird. Die 
Signalausbreitung langs aller Signalleitungen ist dann in 
etwa konstant 

Nachfolgend wird die Erfindung anhand der in der 
Zeichnung dargestellten Figuren naher erlautert Es zei- 
gen: 

Fig. 1 ein elektrisches Ersatzschaltbild des erfin- 
dungsrelevanten Teils eines Halbleiterbauelements, 

Fig. 2a und 2b Realisierungsbeispiele fur ein Klemm- 
element, 

Fig. 3 eine Weiterbildung der Erfindung mit veran- 
derbarem Langswiderstand der ESD-Schutzstruktur, 

Fig. 4 ein Ausfuhrungsbeispiel fur eine ESD-Schutz- 
struktur und 

Fig. 5 eine prinzipielle Aufsicht auf das Layout eines 
Halbleiterbauelements. 

Bei dem Halbleiterbauelement gemaB Fig. 5 sind zur 
Versorgung von Eingangsstufen der integrierten Schal- 
tung erste Versorgungsleitungen VSSl, VCC1 vorgese- 
hen. Das Versorgungspotential VSSl ist das masseseiti- 
ge Versorgungspotential, das Versorgungspotential 
VCC1 das gegenuber Masse positive Versorgungspo- 
tential. Zur Versorgung von Ausgangstreibern 3, 4 ist 
fur beide Versorgungspotentiale je eine weitere Versor- 
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gungsleitung VSS2 t VCC2 vorgesehen. Die Versor- 
gungsleitungen fur das masseseitige Versorgungspoten- 
tial VSS 1 , VSS2 sind raumlich voneinander getrennt und 
nur elektrisch miteinander verbunden, so daB eine Ver- 
sorgung aus der gleichen Versorgungspotentialquelle 5 
moglich ist Zum AnschluB an die Versorgungspotential- 
quelle ist ein AnschluBstif t 5 vorgesehen, der uber Bond- 
drahte 6, 7 mit den Versorgungsleitungen VSSl bzw. 
VSS2 verbunden ist In entsprechender Weise sind die 
Versorgungsleitungen VCC1, VCC2 liber jeweilige 10 
Bonddrahte 8, 9 mit einem Versorgungspin 10 verbun- 
den. Anstelle eines einzigen Versorgungspins fiir die 
Zufuhrung eines Versorgungspotentials konnen auch 
getrennte Versorgungspins fiir die Leitungen VSSl 
bzw. VSS2 oder VCC1 bzw. VCC2 vorgesehen werden, 15 
die dann uber die Leiterbahnen einer gedruckten Schal- 
tung oder den Pol der Spannungsquelle verbunden sind. 

Fiir die Eingangsstufe 1 ist ein AnschluBpad 11 vorge- 
sehen, das uber eine Signaileitung 12 mit dem Eingang 
der Eingangsschaltstufe 1 verbunden ist. Zwischen An- 20 
schluBpad 11 und Eingangsstufe 1 ist ein Schutzelement 
13 gegen elektrostatische Entladungen geschaltet Das 
Schutzelement 13 ist mit der Versorgungsleitung VSS2 
verbunden, so daB ein am AnschluBpad 1 1 eingekoppel- 
ter Oberspannungsimpuls uber die Versorgungsleitung 
VSS2 nach Masse abgeleitet wird. Das AnschluBpad 11 
ist auBerdem mit dem Ausgang des Ausgangstreibers 3 
verbunden, Jn__entsprec_hender_ Weise: ist_die _E.inga_ngs^ 
stufe 2 uber eine Signaileitung 14 mit dem AnschluBpad 
15 verbunden. Zwischen Pad 15 und Eingangstufe 2 ist 
auBerdem in der Nahe des Pads eine ESD-Schutzstruk- 
tur 16 vorgesehen. Das Pad 15 dient auBerdem als An- 
schluBpad fur den Ausgangstreiber 4. 

Die Lange der Signaileitung 12 zwischen der Ein- 
gangsschutzstruktur 13 und dem AnschluB 20 des Ein- 
gangspuffers 1 ist wesentlich geringer als die Leitungs- 
lange zwischen dem masseseitigen AnschluB 21 zum 
masseseitigen AnschluB 22 der Eingangsstufe 1. Letzte- 
re Leitungslange setzt sich namlich zusammen aus dem 
Leitungsabschnitt 23 der Versorgungsleiterbahn VSS2, 
den Bonddrahten 7, 6 sowie dem Abschnitt 24 der Ver- 
sorgungsleiterbahn VSSl. Langs dieser elektrischen 
Verbindung sind die jeweiligen ohmschen Bahnwider- 
stande sowie die parasitaren Induktivitaten und Kapazi- 
taten wirksam. Insbesondere weisen die Bonddrahte in- 
duktive Wirkung auf. Ein am Pad 1 1 anliegender Ober- 
spannungsimpuls wird folglich durch die Eingangs- 
schutzstruktur 13 nicht vollstandig abgebaut Aufgrund 
der unterschiedlichen Signallaufzeit langs der Leitung 
12 und langs des Signalpfads 23, 7, 6, 24 liegt an der 
Gate-Source-Strecke des Transistors 25 der Eingangs- 
stufe 1 eine Spannung an, die zur Zerstorung des Gate- 
oxids fuhren kann. Entsprechendes gilt fur die Schaltstu- 
fe 2 in bezug auf das Gateoxid des Transistors 27. Da 
dort die Masseverbindung der Schutzstruktur 16 mit 
dem Transistor 27 einen kiirzeren Leitungsweg auf- 
weist, ist die Durchbruchgefahr etwas verringert, aber 
trotzdem noch gegeben. 

Ein elektrisches Ersatzschaltbiid des die Eingangsstu- 
fe 1 betreffenden Teils des in Fig. 5 gezeigten Layouts 
ist in Fig. 1 dargestellt Gieiche Elemente sind mit glei- 
chen Bezugszeichen versehen. Es ist ein Klemmelement 
30 vorgesehen, urn den beim Auftreten eines Span- 
nungsimpulses am AnschluBpad 11 verbleibenden Rest- 
spannungsimpuls am Gateoxid des .Transistors 25 zu 
begrenzen. Durch das KJemmelement 30 wird die uber 
die Gate-Source-Strecke des MOS-Transistors 25 wirk- 
same Restspannung nach einer elektrostatischen Entla- 
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dung am Pad 11 auf die vom KJemmelement 30 erzeugte 
Klemmspannung begrenzt Es wird sichergestellt, daB 
keine unzulassig hohe Spannung am Gateoxid anliegt 
Das KJemmelement weist hierzu eine Schaltschwelle 
auf. Oberschreitet die am KJemmelement anliegende 
Spannung die Schaltschwelle, wird das Klemmelement 
leitend, so daB der Spannungsimpuls zur Masseleitung 
VSSl abgefuhrt wird. Die Spannung wird somit auf die 
Klemmspannung begrenzt. 

Das Klemmelement 30 ist zweckmaBigerweise in un- 
mittelbarer Nahe des Eingangsanschlusses 20 des Ein- 
gangspuffers 1 an die Signaileitung 12 angeschlossen. 
AuBerdem ist der masseseitige AnschluB des Klernmele- 
ments 30 in unmittelbarer Nahe des masseseitigen An- 
schlusses 22 des Eingangspuffers 1 an die Versorgungs- 
leitung VSSl angeschlossen. Die Plazierung des Ele- 
ments 30 und seiner Anschlusse muB im allgemeinen 
derart erfolgen, daB die Signaileitung 12 im Abschnitt 24 
der Versorgungsleiterbahn VSSl zwischen dem An- 
schluB des Bonddrahts 6 und dem MasseanschluB 22 des 
Eingangspuffers 1 verbunden wird. 

Eine schaltungstechnische Realisierung fur das 
Klemmelement 30 ist in Fig. 2a und 2b angegeben. Nach 
Fig. 2a ist das Schaltelement 30 vorzugsweise ein soge- 
25 nannter Null- Volt-Transistor, dessen Drain-Source- 
Strecke zwischen die Signaileitung 12 und die Leiter- 
bahn VSSl geschaltet ist und dessen GateanschluB 

eben f all s _an_d ie_ S i gnalleitung VSSl an ges ch loss e n_i s t 

GemaB Fig. 2b kann das Schaltelement 30 alternativ 
30 auch als Diode ausgefiihrt werdend die in Sperrichtung 
zwischen den Leitungen 12, VSSl angeschlossen ist. 
Dies bedeutet, daB der AnodenanschluB der Diode mit 
der Masseleitung VSSl verbunden ist und der Katoden- 
anschlufl mit der Signaileitung 12. Bei Aktivierung wird 
35 die Diode gemaB Fig. 2b im Durchbruch betrieben. Ein 
entsprechendes Schaltelement wird auch zwischen die 
Signaileitung 14 und die Verbindungsleitung VSSl in 
Nahe des Eingangspuffers 2 geschaltet. 
Ein Realisierungsbeispiel fiir die Schutzstrukturen 13, 
40 16 ist in Fig. 4 angegeben. Die Schutzstruktur enthalt 
einen Langswiderstand 40, der als Diffusionswiderstand 
realisiert sein kann. Auf Scite des Eingangspuffers ist in 
der Schutzstruktur ein Null- Volt-Transistor 41 vorgese- 
hen. Padseitig ist ein Feldoxidtransistor 42 vorgesehen. 
45 Der Hauptstrompfad des Feldoxidtransistors 42 ist zwi- 
schen die Signaileitung 12 und die Versorgungsleitung 
VSS2 geschaltet Der SteueranschluB des Feldoxidtran- 
sistors 42 ist mit der Signaileitung 12 verbunden. Die 
Steuerelektrode des Feldoxidtransistors 42 ist bekannt- 
50 lich nicht als Gateoxid, wie im Fall des Transistors 41 
realisiert, sondern als in vertikaler Richtung dick ausge- 
fiihrtes Feldoxid Dieses Feldoxid wird in anderen Berei- 
chen des Halbleiterkorpers unter anderem auch zur 
Oberflachenisolierung verwendet. 
55 Eine vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung ist in 
Fig. 3 dargestellt Der Bahnwiderstand der Leitung 12 
ist symbolisch in Form des Widerstands 50 dargestellt 
Fiir verschiedene Eingangspuffer weist der Widerstand 
50 wegen der unterschiedlichen Lange der Signaileitung 
60 12 verschiedene Werte auf. Der Widerstandswert des 
Langswiderstands 51 der Schutzstruktur 13 wird bei der 
Herstellung derart eingestellt daB die Summe aus langs 
wirksamem Widerstand 51 und Widerstand 50 bei alien 
Eingangspuffern im wesentlichen konstant ist Dadurch 
65 wird erreicht daB bei alien Eingangspuffern trotz unter- 
schiedlicher Signalieitungslangen 12 die Signalausbrei- 
tung langs der Leitung 12 in etwa gleich ist Der vom 
Widerstand 51 abgegriffene Langswiderstandswert ist 
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also mit zunehmender Lange der Leitung 12 zu verrin- 
gem. Der groBtmogliche Widerstandswert ist dabei auf 
den ungilnstigsten Fall abgestimmt, der die kiirzeste Si- 
gnalleitung 12 betrifft Durch das Klemmelement 30 ist 
gewahrleistet, daB die ESD-Festigkeit der Schaltung er- 5 
halten bleibt Der Null- Volt-Transistor 41 kann fur die- 
sen Anwendungsfall optional verwendet werden. 

Patentanspriiche 

10 

1. Halbieiterbauelement enthaltend: 

— einen Halbleiterkorper, der ein AnschluB- 
pad (11) aufweist, das uber eine elektrisch lei- 
tende Verbindungsleitung (12) mit einem 
Halbleiterfunktionselement (1) verbunden ist, 15 

— ein Schutzelement (13) zum Schutz vor 
elektrostatischer Entladung, das zwischen das 
AnschluBpad (11) und das Halbleiterfunktions- 
element (1) geschaltet ist, 

— eine erste Versorgungsleitung (VSS1) fur 20 
ein erstes Versorgungspotential, an die das 
Halbleiterfunktionselement (1) angeschlossen 
ist, 

— eine zweite Versorgungsleitung (VSS2) fur 
das erste Versorgungspotential, an die das 25 
Schutzelement (13) angeschlossen ist und die 
elektrisch leitend mit der erstcn Versorgungs- 
leitung (VSS 1 ) verbunden ist, 

gekennzeichnet durch 

ein Klemmelement (30), das an die Verbindungslei- 30 
tung (12) und die erste Versorgungsleitung (VSS1) 
angeschlossen ist und durch das eine am Klemmele- 
ment anliegende Spannung auf einen Klemmwert 
begrenzt wircL 

2. Halbieiterbauelement nach Anspruch l f dadurch 35 
gekennzeichnet, daB die erste und die zweite Ver- 
sorgungsleitung (VSS1, VSS2) uber mindestens ei- 
ne Bondverbindung (6, 7) miteinander verbunden 
sind. 

3. Halbieiterbauelement nach Anspruch 1 oder 2, 40 
dadurch gekennzeichnet, daB das Klemmelement 
(30) an denjenigen Abschnitt der ersten Versor- 
gungsleitung (VSS1) angeschlossen ist, der zwi- 
schen dem AnschluB (22) des Halbleiterfunktions- 
elements (1) und dem AnschluB der Bondverbin- 45 
dung (6) liegt 

4. Halbieiterbauelement nach einem der Anspruche 
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB ein erster An- 
schluB des Klemmelements (30) an die erste Ver- 
sorgungsleitung (VSS1) und ein zweiter AnschluB 50 
des Klemmelements an die Verbindungsleitung (12) 

in unmittelbarer raumlicher N&he von jeweiligen 
Anschlussen des Halbleiterfunktionselements (1) 
an diese Leitungen (VSS 1, 12) liegen. 

5. Halbieiterbauelement nach einem der Anspruche 55 
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB das Klemm- 
element (30) einen M OS-Transistor enthalt dessen 
Hauptstrompfad mit der Verbindungsleitung (12) 
und der ersten Versorgungsleitung (VSS1) verbun- 
den ist und dessen GateanschluB mit der ersten 60 
Versorgungsleitung (VSS1) verbunden ist. 

6. Halbieiterbauelement nach einem der Anspruche 
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB das Klemm- 
element (30) eine Diode ist, die mit der Verbin- 
dungsleitung (12) und der ersten Versorgungslei- 65 
tung (VSS1) verbunden ist und von der Verbin- 
dungsleitung zur ersten Versorgungsleitung hin in 
Sperrichtung orientiert ist 
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7. Halbieiterbauelement nach einem der Anspruche 
1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB das Schutzele- 
ment (13) einen Widerstand (51) enthalt, der zwi- 
schen das AnschluBpad (11) und das Halbleiter- 
funktionselement (1) geschaltet ist, daB der Wider- 
standswert des Widerstands (51) derart eingestellt 
ist, daB die Summe aus diesem Widerstandswert 
und dem W idersta n dswert (50 ) der Verbindungslei- 
fung (12) einen vorgegebenen Wert aufweist 

8. Halbieiterbauelement nach Anspruch 7, dadurch 
gekennzeichnet, daB eine Vielzahl von Schutzele- 
menten (13) und uber jeweilige Verbindungsleitun- 
gen (12) an diese Schutzelemente (13) angeschlos- 
sene Halbleiterfunktionselemente (1) vorgesehen 
sind und daB die Summe aus dem Widerstandswert 
der jeweiligen Widerstande (51) der Schutzelemen- 
te und dem Widerstandswert (50) der Verbindungs- 
leitungen (12) fur diese Vielzahl im wesentlichen 
konstant ist 

9. Halbieiterbauelement nach Anspruch 7 oder 8, 
dadurch gekennzeichnet, daB daB das Schutzele- 
ment (13) einen Feldoxidtransistor (42) enthalt, des- 
sen Hauptstrompfad zwischen das AnschluBpad 
(11) und die zweite Versorgungsleitung (VSS2) ge- 
schaltet ist und dessen GateanschluB mit dem An- 
schluBpad (1 1) verbunden ist 

10. Halbieiterbauelement nach einem der Anspru- 
che 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daB das Halb- 
leiterfunktionselement (1) eine Eingangsschaltstufe 
ist und daB eine an das AnschluBpad (11) ange- 
schlossene Ausgangstreiberstufe (3) vorgesehen ist 
die an die zweite Versorgungsleitung (VSS2) ange- 
schlossen ist 
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Abstract 


A semiconductor component includes a semiconductor body having a terminal pad, a semiconductor 
function element, and an electrically conductive connecting line connecting the terminal pad to the 
semiconductor function element. A protective element for protecting against electrostatic discharge is 
connected between the terminal pad and the semiconductor function element. A first supply line for a 
first supply potential is connected to the semiconductor function element. A second supply line for the 
first supply potential is connected to the protective element and is electrically conductively connected to 
the first supply line. A clamp element is connected to the connecting line and to the first supply line, for 
limiting a voltage applied to the clamp element to a clamp value. 
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